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О.Г. КАСАРДЖЯН 

МЕТОДЫ СОГЛАСОВАНИЯ МОП ТРАНЗИСТОРОВ ПРИ 
ФИЗИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АНАЛОГОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

СХЕМ И ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ 

Изучены методы согласования МОП транзисторов, влияние несогласованности на 
конечные результаты интегральных схем и необходимость применения согласования 
при физическом проектировании аналоговых схем. 

Ключевые слова: согласование МОП транзисторов, толщина оксидного слоя 
затвора, тонкопленочный транзистор. 

H.G. KASARJYAN 

THE MATCHING METHODS OF MOS TRANSISTORS AT DESIGNING 
ANALOG INTEGRATED CIRCUITS  

The methods of MOS transistor matching, the influence of unconformity on the output 
results of Integrated circuits, and the need to apply MOS matching at designing analog circuits 
are studied. 

Keywords: MOS transistor matching, oxide layer thickness, thin-film transistor. 


